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「「「「はじめにはじめにはじめにはじめに」」」」  GaN パワートランジスタの実用化への技術課題は、①コラプスフリー化、②高耐圧化、③ノ

ーマリーオフ(N-off)化である。①,②はフィールド・プレート(FP)方式に代わって分極スーパージャンクショ

ン(PSJ)方式が提案され実証されてきた[1-2]。今回、PSJ-FET の N-off 化を試みたので報告する。 

「「「「素子素子素子素子作製作製作製作製とととと結果結果結果結果」」」」  N-off 素子の構造を Fig.1 に示す。Vth 制御ゲート(G-1)と、耐圧ゲート(G-2)とに役割

を分担した方式(２ゲート方式)とした。G-1 は、AlGaN 層を ICP-RIE に

て薄化し、SiN(10 nm)の絶縁膜を介して、Ni/Au電極を形成した。G-2

は、p-GaN 上に Ni/ Au オーミック電極を形成した。ソースおよびドレイ

ン電極はTi/Al/Ni/Auを採用した。ゲート長はLg1=1.5 µm, Lg2=2 µm

である。エピ構造は、p-GaN/u-GaN/AlGaN(x=0.27, 40 nm)/u-GaN(1 

µm)/LT-GaN(30 nm)/sapphire である。Fig.2 より、Vth は+1 V 程度であ

った。on 抵抗はVg1=+5 V のとき、55 Ω/mmであった。Fig.3 の伝達特性より、逆リークゲート電流は 3E-10 

A/mm と小さかった。ドレインリーク電流は、Fig.4 より、ドレイン電圧、Vd=200 V で 1E-9 A/mm 程度と小さ

かった。 

「「「「考察考察考察考察」」」」    PSJ 効果により高耐圧性が得られた。非常に小さいドレインリーク電流の理由は、高電圧印加に

おいても G-1 に高い逆電圧がかからないからである。これは１トランジスタ内でカスコード(Cascode)効果が

生じていると見なせる。on 抵抗は G-1 のゲート長(Lg1=1.5 µm)が支配している。リソグラフィに i 線ステッ

パを用いることで、Lg1 および Lg2 周りを縮小させることにより、高耐圧性を維持しつつ on 抵抗と周波数

特性とを格段に向上させた N-off 化 PSJ-FET の実現が期待できる。 
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Fig.2. Id-Vd characteristics. Fig.3. Transfer characteristics. Fig.4. Off-leak characteristics. 
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Fig.1. Device Structure. 
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